
 

 

 

 

 

 

 

図 1 HVPE 製 GaN を種結晶として用い

て LPAAT 法にて成長させた GaN 結晶 

(左) 2 インチ、(右) 4 インチ 

4インチ対応オートクレーブを用いた 
低圧酸性アモノサーマル(LPAAT)法によるバルク GaN結晶成長 

Bulk GaN crystal growth by Low-pressure acidic ammonothermal (LPAAT) method 

using 4-inch scale autoclave  
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GaNの物性を活かす縦型パワースイッチング素子等の電子デバイス実現には、転位密度が極めて低い

単結晶バルク GaN から切り出す、大口径かつ無歪でソリの無いウエハの使用が必須である。このため

我々は、現在高輝度発光ダイオードやレーザーダイオード用に実用化されているハイドライド気相成

長(HVPE)法で作製した結晶から切り出すモザイク GaN ウエハではなく、上記品質の大口径 GaN ウエハ

を安価に量産することが可能 1なアモノサーマル法の研究開発を行ってきた。 

アモノサーマル法は超臨界水を溶媒とする人工水晶の合成法（水熱合成法）のアンモニア溶媒版で

あり、難溶解材料である GaN を溶解させるため、鉱化剤と呼ばれる溶解度調整剤を添加して結晶成長

を行う。鉱化剤としてハロゲン化アンモニウム（酸性鉱化剤）やアルカリアミド（塩基性鉱化剤）が

用いられており、我々のグループは酸性鉱化剤を用いた開発

に取り組んできた。その結果、従来の酸性アモノサーマル法

よりも低圧力条件下での結晶成長法(Low-pressure acidic 

ammonothermal method：LPAAT 法)の開発に成功し 2, 3, 4、そ

の発展として 4 インチ径ウエハの製造が可能な内径 120 mm

の GaN結晶成長用オートクレーブを導入して実施した結晶成

長実験について報告している。図 1には LPAAT法による結晶

成長例として 2インチ、4インチの HVPE製 GaNを種結晶にし

て成長させた写真を示す。 

 本講演では、当該オートクレーブを用いた結晶成長の際の

成長条件の調整によって得られた最新の結晶の構造などにつ

いて報告する。 
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